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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS — DISPOSITIFS DISCRETS —

Partie 9: Transistors bipolaires a grille isolée (IGBT)

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activitésg
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel

liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les j ésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, S yMmités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sgus internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid

Dans le but d'encourager I'unification internati natiomatx de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, internationales de la CEIl dans leurs normes

La CEIl n’a fixé aucune proc e me indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quang

rme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47E/109/FDIS 47E/115/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La présente norme doit étre lue conjointement avec la CEl 60747-1.

L'annexe A est donnée a titre d'information uniquement.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES - DISCRETE DEVICES -

Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTS)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for st i t|on comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje : to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elecis g ele ic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stad Rhei repratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere with may
participate in this preparatory work. International, governmental and ngfh-gov atlons Ilalsmg
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closgly with
for Standardization (ISO) in accordance with conditions detephi tween the two

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technigal mat
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of regs

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximum e their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard ang the corresponding hational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no markiAdg pxoce i apprval and cannot be rendered responsible for any
eqmpment declared to be in i

6) i ents of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEQ responsikle for identifying any or all such patent rights.

International Standa ‘ ] been prepared by subcommittee 47E: Discrete

on the following documents:

FDIS Report on voting

47E/109/FDIS 47E/115/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This standard is to be read in conjunction with IEC 60747-1.

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

L'utilisation des transistors bipolaires a grille isolée est exclusivement réservée aux
applications de commutation de puissance. Leur utilisation dans le cadre de I'amplification
proportionnelle n'est pas prévue car le courant collecteur augmente avec la température pour
une tension de grille constante, ce qui provoquerait un emballement thermique dans cette
application. Dans le cas d'une application de commutation, le courant collecteur au cours des
intervalles a I'état passant est indiqué par la tension d'alimentation et la caractéristique de
charge, et la contrainte exercée sur le transistor bipolaire a grille isolée est contrélée par la
durée d'impulsion et la fréquence de répétition.

L'utilisateur trouvera dans la CEl 60747-1 toutes les informations e ernant les

points suivants:

— terminologie;

— symboles littéraux;

— valeurs limites et caractéristiques essentielles;
— méthodes de mesure;

— réception et fiabilité;

— dispositifs sensibles aux déchargeg éle aes.
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INTRODUCTION

IGBTs are in use exclusively in power switching applications. Their use for proportional
amplification is not provided because the collector current rises with temperature at constant
gate voltage which would cause thermal runaway in this application. In switching applications
the collector current during the on-state intervals is given by the supply voltage and the load
characteristic, and the stress on the IGBT is controlled by the pulse duration and repetition
frequency.

In IEC 60747-1 the user will find all basic information on:

— terminology;
— letter symbols;
— essential ratings and characteristics;

@%

— measuring methods;
— acceptance and reliability;
— electrostatic-sensitive devices.

N
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS — DISPOSITIFS DISCRETS —

Partie 9: Transistors bipolaires & grille isolée (IGBT)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60747 spécifie la terminologie, les symboles littéraux, les valeurs
limites et caractéristiques essentielles ainsi que les méthodes de mesure pour les transistors
bipolaires a grille isolée.

2 Références normatives

Au moment de sa publication, les éditions indiquées ¢
normatif est sujet a révision et les parties prenantes a

CEIl 60617-5:1996, Symboles graphique
électroniques

CEl 60747-1:1983, Disposit
Partie 1: Généralités
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SEMICONDUCTOR DEVICES - DISCRETE DEVICES —

Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTS)

1 Scope

This part of IEC 60747 gives product specific standards for terminology, letter symbols,
essential ratings and characteristics and measuring methods for insulated-gate bipolar
transistors (IGBTS).

2 Normative references

were valid. All normative documents are subject to revisiof
on this part of IEC 60747 are encouraged to investiga

IEC 60617-5:1996, Graphical symbo - : \Sémiconductors and electron

tubes
Qisc

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices
General

IEC 60747-2:1983, Semncon
Rectifier diodes /\





